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Пленки на основе Mo-Si подходят для создания 

сверхпроводниковых однофотонных детекторов, 

поскольку некоторые фазы соединения Mo-Si пере-

ходят в сверхпроводящее состояние при криогенных 

температурах [1], при условии их однофазности. 

Также такие тонкие плёнки аморфны, что затрудня-

ет их исследование. В данной работе представлены 

результаты комплексных исследований фазового 

состава пленки Mo-Si с использованием методов 

ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектро-

скопии (УМРЭС) и рентгеновской рефлектометрии. 

 

Была получена пленка Mo-Si с атомным составом 

Mo65Si35 методом ионно-лучевого распыления со-

ставной мишени. Методом УМРЭС анализировали 

фазовый состав пленки Mo65Si35 по эмиссионным Si 

L2,3 спектрам, полученным на уникальной научной 

установке «Рентгеновский спектрометр монохрома-

тор РСМ-500». Рентгеновская рефлектометрия ис-

пользовалась для определения толщины, плотности 

и шероховатости пленки. 

 

Спектры УМРЭС пленки Mo65Si35, полученные на 

глубине анализа 10 нм показали, что основа пленки 

сформирована фазой Mo5Si3, с небольшим окисле-

нием кремния (~10% SiO2), что хорошо коррелирует 

с результатами работы [2]. На глубине 20 нм пленка 

представляет собой только фазу Mo5Si3. Экспери-

ментальный УМРЭС спектр пленки Mo65Si35 хорошо 

согласуется с теоретически рассчитанным в рамках 

теории функционала плотности спектром фазы 

Mo5Si3. 

 

По данным рентгеновской рефлектометрии была 

получена плотность (8.11 г/см3) тонкой пленки 

Mo65Si35, которая соотносится с табличными данны-

ми плотности для фазы Mo5Si3 (8.19 г/см3), что под-

тверждает полученный результат анализа УМРЭС 

спектров.  
 

 
Рис. 1. Рентгеновский эмиссионный Si L2,3 пленки 

Mo65Si35 (точки) и рассчитанный спектр фазы Mo5Si3 

(сплошная линия). 
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